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Abstract of DE1 9738147 

The invention relates to a method for treating 
substrates in a receptacle containing a treatment 
fluid, wherein substrates are guided and 
maintained in said receptacle by guides provided 
on at least one inside wall of the receptacle, the 
treatment fluid is introduced from below and is 
discharged via the edge of the receptacle. The 
inventive method seeks to provide homogenous 
treatment of substrates using small amounts of 
fluid during short process times. To achieve this, 
the substrates are fed into the empty receptacle, 
whereupon a first treatment fluid is introduced 
into the receptacle from below in order to fill said 
receptacle. Subsequently, the first treatment fluid 
is expelled from the receptacle when a second 
treatment fluid is introduced from below. 
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Priifungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 

@ Verfahren zum Behandeln von Substraten 

@ Be i sine m Verfahren zum Behandeln von Substraten in 
einem eln Behandlungsfluid enthaltenen Behalter, in dem 
die Substrate von an wenigstens einer Beh alter-In nen- 
wand vorgesehenen Fuhrungen gefuhrt und gehalten 
werden, wobei das Behandlungsfluid von unten eingelei- 
tet wird und uber einen Behalterrand ablauft, ergibt sich 
eine sehr gleichformige Substratbehandlung bei gerin- 
gen Fluidverbrauch und kurzen ProzefJzeiten, wenn die 
Substrate in den leeren Behalter eingesetzt werden, da- 
nach ein erstes Behandlungsfluid von unten in den Behal- 
ter zum Fullen desselben eingeleitet und anschlieSend 
das erste Behandlungsfluid aus dem Behalter durch Ein- 
leiten eines zweiten Behandlungsfluids von unten ver- 
drangt wird. 
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Beschreibung 



Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Behandein von 
Substraten in einem ein Behandlungsfluid enthaltenden Be- 
halter, in dcm die Substrate von an wenigstens einer Behal- 
ter-Innenwand vorgesehenen Fuhrungen gefuhrt und gehal- 
ten werden, wobei das Behandlungsfluid von unten eingelei- 
tet wird und iiber einen Behalterrand ablauft. 

Verfahren dieser Art sind aus der DE44 13 077 C oder 
dcr DE 195 46 990 C bckannt, die auf dicselbe Anmcldcrin 
wie die vorliegende Anmeldung zuruckgehen, sowie in den 
nicht vorverdffentlichten DE 196 16 402 A, DE 196 16 400 
A, DE 196 37 875 A, DE 196 21 587 A oder DE 196 44 254 
A derselben Anmelderin beschrieben. Obgleich sich diese 
Verfahren sehr bewahrl haben, ist bei diesem Oberstromver- 
fahren vie I Volumen an Behandlungsfluid erforderlich, um 
durch ein Verdrangungsverfahren unterschiedliche Behand- 
lungsfluids auszutauschen, da mehrerc Vcrdrangungszyklcn 
und mehrere Behaltervolumen erforderlich sind. 

Aus der US 4 902 350 oder der US 5 313 966 sind Ver- 
fahren bckannt, bei dencn Kassetten mit darin cnthaltenen 
Substraten in einem mit einem Behandlungsfluid gefullten 
Behalter eingesetzt werden. Durch die Verwendung von 
Kassetten sind wesentlich groBere Behalter und damit we- 
sentlich groBere Mengen an Behandlungsfluid erforderlich, 
das nicht nur als solches teucr ist, sondcrn auch mit groBcm 
Aufwand, beispielsweise mit teueren ("rack- Verfahren, ent- 
sorgt werden miissen. Dariiber hinaus ist die Behandlung 
der Substrate in den Kassetten nicht so gut und einfach 
durchfuhrbar, wie dies in einem Behalter ohne Kassetten 
moglich ist, weil die Kassetten wahrend des Behandlungs- 
vorgangs erheblich storen. Ein weiterer, sehr groBer Nacht- 
eil derartiger Verfahren besteht auch darin, daB eine gleich- 
maBige Behandlung iiber die gesamten Substratflachen hin- 
weg und unabhangig von der Lage der Substrate innerhalb 
der Kassette oder des Behalters nicht moglich ist. Dies riihrt 
dahcr, dafi nicht nur die Kassetten sclbst cine gleichmaBige 
Behandlung der Substrate verhindem, sondern daB die unte- 
ren Bereiche der Substrate, die zuerst in das Behandlungs- 
fluid eingetaucht werden und beim Herausheben am lang- 
sten im Behandlungsfluid verbleiben, starker behandelt wer- 
den als die obcrcn Bereiche, weil sic langer mit dcm Be- 
handlungsfluid, beispielsweise einer atzenden Fliissigkeit, 
in Beruhrung stehen. 

Dcr Erfindung liegt die Aufgabe zugrundc, ein Verfahren 
zu schaffen, mit dem es mSglich ist, Behalter ohne Kasset- 
ten zu verwenden, eine gleichmaBige Behandlung der Sub- 
strate sicherzustellen und/oder mit einem geringen Volumen 
an Behandlungsflussigkeit auszukommen. 

Ausgchcnd von dem cingangs genannten Verfahren wird 
diese Aufgabe erfindungsgemaB durch folgende Verfahrens- 
schritte gelost: 

a) Einsetzen der Substrate in den leeren, kassettenlo- 
sen Behalter, 

b) Einleiten eines ersten Behandlungsfluids von unten 
in den Behalter zum Fullen desselben und 

c) Verdrangcn des ersten Behandlungsfluids aus dcm 
Behalter durch Einleiten eines zweiten Behandlungs- 
fluids von unten in den Behalter. 

Mit dem erfindungsgemSBen Verfahren ist es moglich, 
mit einer geringen Menge an erstem Behandlungsfluid, bei- 
spielsweise einer Chemikalie, wie beispielsweise verdiinn- 
ter FluBsaure zum Atzen von Waferoberflachen auszukom- 
men, da lcdiglich das Fluidvolumen enlsprcchend dcm Be- 
haltervolumen erforderlich ist. Das vollstandige Austau- 
schen des ersten Behandlungsfluids mit einem zweiten Be- 



handlungsfluid ist dabei mit einer geringen Menge von 
zweiten Behandlungsfluid moglich, weil das Entfernen des 
ersten Behandlungsfluids durch das Nicht- Vorhandensein 
einer Kassette wesentlich einfacher und schneller durchge- 

5 fuhrt werden kann. Ein besonderer Vortcil des erfindungsgc- 
maBen Verfahrens besteht insbesondere auch darin, daB die 
gleichmaBige Behandlung der Substrate gegeniiber her- 
kommlichen Verfahren wesentlich besser ist, weil die unte- 
ren Bereiche der Substrate, die gemaB Verfahrensschritt b) 

to zuerst und damit langer mit dem Behandlungsfluid in Be- 
rilhrung kommen bzw. stehen, durch die Einfiihrung des 
zweiten Behandlungsfluids von unten auch zuerst von dem 
ersten Behandlungsfluid befreit werden. Entsprechend kom- 
men die oberen Bereiche der Substsrate beim Einleiten des 

15 ersten Behandlungsfluids gemaB Verfahrensschritt b) spater 
mit ihm in Bertihrung und werden gemaB Verfahrensschritt 
c) beim Verdrangen auch spater vom zweiten Behandlungs- 
fluid ersctzt. Mit dem erfindungsgemaBcn Verfahren sind 
also gegeniiber den herkdmmlichen Verfahren nicht nur 

20 Vorteile hinsichtlich der Einsparung von ProzeBmedien und 
dcr Bcschlcunigung der ProzcBzcit, sondern auch insbeson- 
dere auch hinsichtlich der gleichmaBigen Behandlung der 
Substrate erzielbar. 
GemaB einer vorteilhaften Ausfuhrungsform der Erfin- 

25 dung wird das erste Behandlungsfluid, beispielsweise ein at- 
zendes Fluid, einen vorgegebenen Zcitraum im Fluidbchal- 
ter belassen, um eine gewiinschte Behandlung, z. B. einen 
gewiinschten Oberflachenabtrag zu erreichen, bevor das 
zweite Behandlungsfluid zur Verdrangung des ersten Be- 

30 handlungsfluids eingeleitet wird. 

GemaB einer besonders vorteilhaften Ausfuhrungsform 
der Erfindung werden die Substrate nach Ein lei rung des 
zweiten Behandlungsfluids und Verdrangung des ersten Be- 
handlungsfluids aus dem zweiten Behandlungsfluid hcraus- 

35 gehoben. Das zweite Behandlungsfluid ist dabei vorzugs- 
weise ein Spulfluid, das z. B. in einer Menge eingeleitet 
wird, die einem vielfachen des Behaltcrvolumcns, beispiels- 
weise dem 6- bis 18-fachen des Behaltervolumens ent- 
spricht. Dadurch wird eine sichere Reinigung und Spulung 

40 der Substrate erreicht, bevor sie herausgehoben und getrock- 
net werden. Da das Spiil- oder Reinigungsfluid sowohl hin- 
sichtlich des Chemikalicngehalts als auch hinsichtlich dcr 
Wiederaufbereitung und Entsorgung wesendich weniger ko- 
stenintensiv ist, ist auch eine haufige Umwalzung des Behal- 

45 tcrvolumens und damit cine zuverlassige, vollstandige Rei- 
nigung der Substrate am Ende des Behandlungsvorgange 
kostengiinstig moglich. 

GemaB einer besonders vorteilhaften Ausfuhrungsform 
der Erfindung wird wahrend des Heraushebens der Substrate 

50 aus dem zweiten Behandlungsfluid ein einen Trocknungs- 
vorgang verbesserndes Fluid gemaB dem Marangoni-Prin- 
zip auf die Oberflache des zweiten Behandlungsfluids gelei- 
tet. Um hinsichtlich dieses Trocknungsvcrfahrcns Wicdcr- 
holungen zu vermeiden, wird auf die EP 0 385 536 A sowie 

55 auf die DE44 13 077 C derselben Anmcldcrin verwiescn, 
die insofern zum Inhalt der vorliegenden Anmeldung ge- 
macht werden. 

GemaB einer wcitercn sehr vorteilhaften Ausfuhrungs- 
form der Erfindung werden die Veifahrensschritte a), b) und 

60 c) wenigstens einmal wiederholt. Vorteilhaft ist dabei, wenn 
das zweite Behandlungsfluid vor der Wiederholung der Ver- 
fahrensschritte a), b) und c) iiber eine AbfluBofrhung im Be- 
halterboden abgelassen wird, was schnell durchgefuhrl wer- 
den kann. Da danach nochmals eine Behandlung mit Be- 

65 handlungsfluid erfolgt, ist ein TVocknen der Substrate in vie- 
lcn Fallen zunachst nicht erforderlich. Der TVocknungsvor- 
gang, der vorzugsweise mit dem Herausheben aus dem 
zweiten Behandlungsfluid und insbesondere unter Verwen- 
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dung des Marangoni-Prinzips durchgefiihrt wird, ist erst am 
Ende der wiederhollen Durchfiihrung der Verfahrensschritte 
a), b) und c) besonders vorteilhaft. Bei der Wiederholung 
der Verfahrensschritte a), b) und c) erfolgt die Behandlung 
der Substrate vorzugsweise mit unterschiedlichcn Behand- 5 
lungsfluids. Wie dies im nachfolgenden anhand von Ausfuh- 
rungsbeispielen noch im einzelnen erlautert werden wind, 
wird zunachst bei Abfolge der Verfahrensschritte a), b) und 
c) eine Behandlung mit einer Atzflussigkeit, beispielsweise 
mit RuBsaure, vorgenommen, und bei Wicdcrholung der to 
Verfahrensschritte a), b) und c) wird ein Ammoniaksaure- 
Wasserstoffperoxid-Wassergemisch verwendet, und gege- 
bcncnfails dieses Bad bzw. die Substrate mit Mcgaschall bc- 
strahlt. 

GemaB einer weiteren sehr vorteilhaften Ausfuhrungs- 15 
form der Erflndung werden die Substrate vor dem Einsetzen 
in den Behalter gem&B Verfahrensschritt a) in wenigstens ei- 
ncm weiteren Behalter vorbchandclt. Obgleich fiir den wei- 
teren Behalter auch ein Behalter mit integrierten Fuhrungen 
fiir die Substrate, also ein kassettenloser Behalter geeignet 20 
scin kann, ist gemaB einer weiteren vorteilhaften Ausfiih- 
rungsform der Erflndung der weitere Behalter zur Auf- 
nahme einer Kassette mit dem darin enthaltenen Substraten 
ausgebildet. Dies ist insbesondere dann vorteilhaft, wenn 
die Behandlung der Substrate in dem weiteren Behalter mit 25 
sehr aggrcssiven Chcmikalien, beispielsweise sehr heiBer 
Phosphorsaure oder heiBen RuBsauren, etwa zum Entfernen 
von Photolack durchgefiihrt werden soli. Bei Verwendung 
aggrcssivcr Chemikah'en sind besondere Behaltermateria- 
lien, wie beispielsweise Quarz erforderlich, wahrend die 30 
Ruidbehalter fiir die nachfolgenden Verfahrensablaufe vor- 
zugsweise aus kostengiinstigeren Materialien, wie beispiels- 
weise Kunststoff oder mit einer Auflage versehenem Kunst- 
stoff bestchen. Durch die heiBen Chcmikalien, die teilwcise 
Temperaturen bis 200°C aufweisen konnen, treten im Behal- 35 
ter auch Materialausdehnungen auf, die das Haltern der Sub- 
strate in Kasscttcn erforderlich machen. Die fur die Haltc- 
rung von Substraten in beckeneigenen FUhrungselementen 
erforderlichen genauen MaBeinhaltungen konnen dabei 
nicht gewahrleistet werden. 40 

Die Erfindung wird nachstehend anhand bevorzugter 
Ausfuhrungsbcispielc unter Bczugnahme auf die Figuren 
naher erlautert. Es zeigen: 

Fig. 1 eine schematische Darstellung eines ersten Aus- 
fuhrungsbcispicls des erfindungsgemaBen Vcrfahrcns, 45 

Fig. 2 eine schematische Darstellung eines zweiten Aus- 
fiihrungsbeispiels des erfindungsgemaBen Verfahrens, 

Fig. 3 eine schematische Darstellung eines dritten Aus- 
fUhrungsbeispiels des erfindungsgemaBen Verfahrens, 

Fig. 4 cine schematische Darstellung eines vicrten Aus- 50 
fuhrungsbeispiels des erfindungsgemaBen Verfahrens und 

Fig. 5 eines funften AusfUhrungsbeispiels des erfindungs- 
gemaBen Verfahrens. 

Bei dem in Fig, 1 dargesteilten Ausfuhrungsbeispiel wer- 
den Substrate 1, beispielsweise Halbleitcrwafer, in eincn 55 
leeren Fluidbehalter 2 eingesetzt und danach wird gemaB 
dem Verfahrensschritt a) von unten ein erstes Behandlungs- 
fluid 3, z. B. vcrdiinntc RuBsaure, in den Fluidbehalter 2 
eingelassen, wie dies durch den unteren schwarzen Bereich 
innerhalb des Fluidbehalters 2 angedeutet und mit DHF-fill 60 
bezeichnet ist. 

GemaB des Verfahrensschritts b) ist der Behalter 2 voll- 
standig mil dem von unten eingelassenen ersten Behand- 
lungsfluid 3 gefullt und die Substrate 1 werden wahrend die- 
ses Verfahrensschrittes b) behandelt. Dieser Verfahrens- 65 
schritt wird mit DHF-etch bezeichnet, d. h. die Substrate 
werden mit RuBsaure geatzt. 

Wahrend des nachfolgenden Behandlungsschrittes c) 



wird ein zweites Fluid, z.B. SpUlfluid, von unten in den 
Fluidbehalter 2 eingelassen und dadurch die FluBsaure 
durch ttberstrornen verdrangt, was in Fig. lc mit OF-rinse 
bezeichnet ist. Im nachfolgenden Verfahrensschritt d) ist 
schematisch angedeutet, daB die Substrate 2 aus dem Fluid- 
behalter 2 herausgehoben und getrocknet werden. Durch 
den Hinweis MgD wird auf die Marangoni-TVocknung hin- 
gewiesen. 

Bei dem in Fig. 1 schematisch angedeuteten Fluidbehal- 
ter 2 handclt es sich um eincn sogenannten Single Tank Tool 
(STT), bei dem Fluid von unten eingeleitet wird und an der 
Ruidoberflache bzw. uber die Behalter-Oberkante abflieBt. 
Die Substrate 1 werden dabei innerhalb des Fluidbehalters 2 
durch Fuhrungen gefiihrt und gehalten, die von wenigstens 
einer Behalter-Sei ten wand nach innen abstehen. Um Wie- 
derholungen hinsichtlich derartiger Fluidbehalter 2 und de- 
ren Ausfiihrungsformen und Funktionsweisen zu vermei- 
den, wird insbesondere auf die DE 196 16 402 A, die 
DE 196 21 587, die DE 196 44 253 A, die DE 19644 254 A 
oder die DE 196 44 255 A derselben Anmelderin verwiesen, 
die insofcrn zum Inhalt der vorliegenden Anmeldung gc- 
macht werden. 

Bei dem dargesteilten Ausfuhrungsbeispiel wurde als er- 
stes Behandlungsfluid verdiinnte FluBsaure beispielsweise 
in einer Konzentration von 0,1 bis 1% verwendet. Die Full- 
mengc des Fluidbehalters 2 bctragt beispielsweise bei 
200mm-Wafern 8,5 liter. Dies ist im Vergleich zu her- 
kommlichen Ruidbehaltern mit in Kassetten eingesetzten 
Wafcrn sehr wenig, so daB gemaB der vorliegenden Erfin- 
dung teures Behandlungsfluid nur in geringen Mengen er- 
forderlich ist. Die Spiilfliissigkeit gemaB dem Oberstrom- 
Spiilschritt c) ist vorzugsweise deionisiertes Wasser und 
wird beispielsweise mit einem Volumen, das dem sechs-fa- 
chen des Fluidbehalters 2 cntspricht, also in einer Mcnge 
von 50 Liter eingeleitet, und zwar vorzugsweise innerhalb 
einer Minute. Das erfindungsgemaBe Verfahren ermoglicht 
daher cine sehr schnelle Vcrdrangung auch durch das gc- 
ringe Behaltervolumen, so daB dadurch die Behandlungszeit 
und damit die Produktivitat des erfindungsgemaBen Verfah- 
rens hoch ist, 

Wie dies aus den Verfahrensschritten a) und b) von Fig. 1 
ersichtlich ist, ergibt sich auch eine sehr glcichmaBigc Be- 
handlung der Substrate 1, was fiir die Behandlungs- und 
Herstellungsverfahren von Halbleiterbauelementen und Wa- 
fcrn besonders wichtig ist. Beim Einlassen der verdtinntcn 
RuBsaure von unten in den Fluidbehalter 2 gemaB Verfah- 
rensschritt a) kommen zunachst die unteren Bereiche des 
Substrats 1 mit der FluBsaure 3 in Beriihrung, so daB in den 
unteren Bereichen graduell nach oben abnehmend von den 
Substratobcrflachcn mchr abgeatzt wird als von den obcren 
Bereichen der Substrate 1. Durch die Verdrangung der ver- 
diinnten RuBsaure mittels der Spulfliissigkeit von unten her 
wahrend des Verfahrensschritts c) wird jedoch bewirkt, daB 
die unteren Bereiche fruher von der atzenden RuBsaure frei- 
kommcn als die oberen Bereiche, so daB dadurch die beim 
Einleiten der RuBsaure gemiiB Verfahrensschritt a) vorlie- 
genden Gegebenheiten kompensiert werden. Dadurch erge- 
ben sich uber die gesamte Substratflachc hinweg glcichfor- 
mige Behandlungsergebnisse. Insbesondere ist es mit dem 
erfindungsgemaBen Verfahren auch moglich, durch Einstel- 
lung der Geschwindigkeit, mit der die Spiilfliissigkeit 4 ge- 
maB Verfahrensschritt c) von unten in den Ruidbehalter 2 
eingeleitet wird, die gleichformige Behandlung der Sub- 
strate zu steuern und zu regeln, d. h. sicherzustellen, daB die 
verdUnnte RuBsaure an alien Bereichen der Substrate 1 
gleich lang wirkt. 

Die in Fig. 1 dargesteilten Symbole fiir die Verfahrens- 
schritte a) bis d) werden in den nachfolgenden Figuren mit 
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derselben Bedeutung verwendet. 

Der in Fig. 2 dargestellte Verfahrensablauf ist hinsichtlich 
der Verfahrensschritte a), b) und c) mit dem Verfahrensab- 
lauf gemaB Fig. 1 identisch. Statt des Verfahrensschrittes d) 
in Fig. 1 folgt dem Verfahrensschritt c) bei dicscr Ausfuh- 5 
rungsform des Verfahrens ein Verfahrensschritt d), der mit 
QDR (Quick Dump Rinse) bezeichnel ist und bei dem die 
Spulflussigkeit nach dem Verdrangungs- und SpiilprozeB 
gemaB dem vorausgegangenen Verfahrensschritt c) uber 
cine AbfluBofFnung im Bodcn des Fluidbchaltcrs 2 schnell to 
abgelassen werden kann, so daB der Behalter 2 leer ist, wie 
dies durch die Darsteilung des Verfahrensschritts d) in Fig. 2 
schcmatisch dargcstcllt ist. Dadurch ist es nunmchr mog- 
lich, die Verfahrensschritte a), b) und c) gemaB Fig. 2 fur ein 
anderes Behandlungsfluid zu wiederholen. 15 

Wahrend des Verfahrensschritts e) wird ein weiteres Be- 
handlungsfluid, im vorliegenden Falle eine Mischung aus 
Ammoniaksaurc, Wasscrstoff-Pcroxid und Wasser (mit 
SCI -fill bezeichnet), zur intensiven Reinigung der Substrate 
1 von unten in den Fluidbehalter 2 eingeleitet und gemaB 20 
Verfahrensschritt f) uber cincn bestimmten Zeitraum hinweg 
mit den Substraten 1 in BerUhrung gelassen. Gleichzeitig 
wird gemaB diesem Ausfiihrungsbeispiel eine Megasonic- 
Beschallung der Substrate vorgenommen, mit der der Reini- 
gungsvorgang noch verbessert wird. 25 

An dicscn Rcinigungsvorgang schlicBt sich der zweite 
Spulvorgang g) an, der dem zuvor bereits ausgefuhrten 
Spulvorgang d) entspricht. Nach vollstandiger Reinigung 
und Spiilung wird der Vorgang h) durchgefuhrt, der entspre- 
chend dem gleichen Symbol wie beim Vorgang d) von Fig. 1 30 
wiederum die Marangoni-Trocknung betrifft. 

Die Verfahrensabfolge gemaB Fig. 3 unterscheidet sich 
von der Abfolge gemaB Fig. 2 lediglich dadurch, daB zu- 
nachst die Reinigung mit dem Gemisch aus Ammoniak- 
saure, Wasserstoffperoxid und Wasser und danach erst die 35 
Behandlung mit verdiinnter FluBsaure durchgefiihrt wird. 
Das hciBt, die in Fig. 2 symbolisch dargestclltcn Verfahrens- 
schritte a), b), c) wurden mit den Verfahrenschritten e), f) 
und g) vertauscht. 

Fig. 4 zeigt eine Ausfuhrungsform des erfindungsgema- 40 
Ben Verfahrens, bei dem den ProzeBfolgen gemaB den Fig. 1 
bis 3 ein Bchandiungsvorgang vorgeschaltet ist, der in ei- 
nem fur die Aufnahme von Wafern in einer Kassette ausge- 
bildeten Behalter 4 durchgefuhrt wird. Bei dem schematisch 
angedcutcten Verfahrensschritt a) werden die Wafer mit ei- 45 
nem an sich bekannten Manipulator in eine Kassette gege- 
ben. Die mit Wafern gefullte Kassette wird in den Kassetten- 
Fluidbehalter 4 eingesetzt, wie dies gemaB Verfahrensschritt 
b) symbolisch angedeutet ist, bei dem die Substrate 1 nicht 
mit den Bchaltcrscitenwandcn in Bcruhrung stchen. Der Be- 50 
halter 4 ist bzw. wird mit einem Behandlungsfluid gefiillt, 
das hinsichtlich der Bestandigkeit an den Fluidbehalter 4 be- 
sondcrc Anfordcrungcn stellt. Bei dem dargestclltcn Aus- 
fiihrungsbeispiel wird gepufferte FluBsaure (in Fig. 4 mit 
BHF + H20 angedeutet) verwendet, die ein haltbares Mate- 55 
rial fiir den Behalter erfordert. Daruber hinaus kristallisiert 
die Fliissigkeit aus, so daB besondere EinlaBofFnungen zum 
Einlasscn dieses Bchandlungsfluids erfordcrlich sind und 
der fur die weiteren Behandlungsvorgange verwendete, vor- 
teilhafte Fluidbehalter mit kassettenloser Waferfiihrung 60 
auch deshalb nicht verwendet werden kann, weil durch das 
Auskristallisieren die dort verwendeten fiir die weiteren 
Verfahrensvorgange sehr vorteilhaften RuideinlaBdiisen 
verstopfen wiirden. 

Bei dem Verfahrensschritt c) von Fig. 4 sind die Verfah- 65 
rensschritte a), b), c) und h) gemaB den Fig. 1, 2 bzw. 3 zu- 
sammengefaBt symbolisiert dargestellt, urn Wiederholungen 
zu vermeiden. Die einzelnen Verfahrensweisen sind sym- 



bolhaft durch die Bezeichnungen DHF, SCI und MgD ange- 
geben. Zwischen dem Behandlungschritt b) und c) erfolgt 
ein Umhorden der Substrate 1 aus dem Behalter 4 bzw. aus 
einer Kassette in den kassettenfreien Behalter 2 beispiels- 
weisc mit einer Handhabungseinrichtung, wie sic in der 
nicht vorverdffentlichten DE 196 52526 A derselben An- 
melderin beschrieben ist. 

Der Verfahrensschritt d) in Fig. 4 symbolisiert das Her- 
ausfuhren der fertig behandelten Substrate aus dem Behand- 
lungsprozcB. 

Fig. 5 zeigt eine weitere Ausfuhrungsform der Erfindung, 
die sich gegeniiber der in Fig. 4 dargestellten Ausfuhrungs- 
form lediglich dadurch unterscheidet, daB ein dritter Fluid- 
behalter 5 in der Verfahrensabfolge zwischen dem eine Kas- 
sette aufnehmenden Behalter 4 und dem kassettenlosen Be- 
halter 2, d. h. zwischen den Verfahrensschritten b) und c) 
von Fig. 4, vorgesehen ist. Der dritte Behalter 5 ist bei dem 
dargestclltcn Ausfiihrungsbeispiel - wie dies durch die sym- 
boihafte Darsteilung angedeutet ist - ein kassettenfreier Be- 
halter, bei dem die Substrate 1 in Fiihrungen der Behalter- 
wand gefuhrt und gchaltcn sind. 

Wahrend des Verfahrensschritts b) werden die Substrate 
z. B. mit heiBer Phosphorsaure (mit "hot phos" bezeichnet) 
behandelt. Die Angabe "hot/cold-QDR" bei Verfahrens- 
schritt c) bedeutet das Spiilen mit heiBen und/oder kalten 
Spulflussigkcitcn bei schnellem FluidablaB, wie dies z. B. in 
der DE 196 16 402 A beschrieben ist. 

Der dritte Behalter 5 ist dafur vorgesehen, durch schnelles 
Fiillcn und Entlcercn, also nicht durch ein Oberstromverfah- 
ren, die Substrate mit heiBem und/oder kaltem Spiil- und/ 
oder Reinigungsfluid zu reinigen und/oder zu spiilen. 

Der dritte Behalter 5 dient also im wesentlichen lediglich 
als Spiilbecken, wobei das Behaltermaterial vorzugsweise 
so gewahlt ist, daB er auch heiBen Spiil- oder Behandlungs- 
fluid standhalt. 

Die Erfindung wurde zuvor anhand bevorzugter Ausfuh- 
rungsbeispicle erlautcrt. Dem Fachmann sind jedoch zahl- 
reiche Abwandlungen und Ausgestaltungen moglichst, ohne 
daB dadurch der Erfindungsgedanke verlassen wird. Ob- 
gleich das erfindungsgemaBe Verfahren im Zusammenhang 
mit 8-Zoll- oder 200 mm- Wafern beschrieben wurde, ist es 
insbesondcrc auch fur 300 mm- Wafer vorteilhaft anwend- 
bar, weil bei derartig groBen Wafem die gleichformige Be- 
handlung besonders schwierig und durch die groBeren 
Fluidbehalter cine Einsparung an Behandlungsfluid um so 
wichtiger ist. 

Patentanspruche 

1. Verfahren zum Behandeln von Substraten in einem 
ein Behandlungsfluid enthaltenden Behalter, in dem die 
Substrate von an wenigstens einer Behalter-Innenwand 
vorgesehenen Fiihrungen gefuhrt und gehaltcn werden, 
wobei das Behandlungsfluid von unten eingeleitet wird 
und uber eincn Bchaltcrrand ablauft, gekennzeichnet 
durch folgende Verfahrensschritte: 

a) Einsetzen der Substrate in den leeren Behalter, 

b) Einleiten eines ersten Bchandlungsfluids von 
unten in den Fluidbehalter zum Fiillen desselben 
und 

c) Verdrangen des ersten Behandlungsfluids aus 
dem Fluidbehalter durch Einleiten eines zweiten 
Behandlungsfluids von unten in den Fluidbehalter. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB das erste Behandlungsfluid einen vorgegebe- 
ncn Zeitraum im Fluidbehalter belassen wird, bevor 
das zweite Behandlugnsfluid zur Verdrangung des er- 
sten Behandlungsfluids eingeleitet wird. 
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3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, da6 die Subslmte aus dem zweiten Fluidbe- 
halter herausgehoben werden. 

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeich- 
nct, daB wahrcnd dcs Heraushcbcns dcr Substrate aus 5 
dem zweiten Behandlungsfluid ein einen Trocknungs- 
vorgang verbesserndes Fluid gemaB dem Marangoni- 
Prinzip auf die Oberflache des zweiten Behandlungs- 
fluids geleitet wird. 

5. Verfahren nach cincm dcr vorhcrgchenden Ansprti- 10 
che, dadurch gekennzeichnet, daB die Verfahrens- 
schritte a), b) und c) wenigstens einmal wiederholt 
werden. 

6. Verfahren nach Anspruch 5, dadurch gekennzeich- 
net, daB das zweite Behandlungsfluid vor der Wieder- 15 
holung der Verfahrensschritte a), b) und c) iiber eine 
AbfluBorTnung im Behalterboden abgelassen wird. 

7. Verfahren nach Anspruch 5 oder 6, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Wiederholung der Verfahrensschritte 
a), b) und c) mit unterschiedlichen Behandlungsfluids 20 
crfolgt. 

8. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB das zweite Behand- 
lungsfluid in einer Menge eingeleitet wird, die einem 
Vielfachen des Behaltervolumens entspricht. 25 

9. Verfahren nach einem der vorhergehenden Ansprii- 
che, dadurch gekennzeichnet, daB das zweite Behand- 
lungsfluid ein Spulfluid ist. 

10. Verfahren nach cincm dcr vorhergehenden An- 
spriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Substrate 30 
vor dem Einsetzen in den Behalter in wenigstens einem 
weiteren Behalter behandelt werden. 

11. Verfahren nach Anspruch 10, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB der wcitcrc Behalter zur Aufnahmc einer 
Kassette mit darin enthaltenen Substraten ausgebildet 35 
ist. 

12. Verfahren nach Anspruch 10 oder 11, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB der weitere Behalter aus einem Ma- 
terial besteht, das aggressiven Chemikalien, insbeson- 
dere heiBer Phosphor- oder FluBsaure standhalt. 40 

13. Verfahren nach einem der vorhergehenden An- 
spriichc, dadurch gekennzeichnet, daB die zu bchan- 
delnden Substrate Halbleiterwafer sind, und das erste 
Behandlungsfluid verdiinnte FluBsaure oder eine Mi- 
schung aus Ammoniaksaure, Wasserstoff-Peroxid und 45 
Wasser ist. 
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